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摘要(译)

提供了一种高度可靠的半导体器件。该半导体器件具有薄膜场效应晶体
管，该薄膜场效应晶体管具有沟道区，并包括衬底和半导体膜。半导体
膜形成在基板上并包括薄膜场效应晶体管的沟道区。通过去除半导体膜
的表面层来平坦化半导体膜的上表面。
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